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Elektronika przyrzadow potprzewodnikowych
Test kompetencji — zagadnienia obowigzujgce w semestrze letnim 2024/2025

Podczas testu kompetencji Studentki/Studenci powinny/powinni wykaza¢ sie znajomoscig zagadnien
okreslonych w kartach przedmiotéw, znajomoscig i opanowaniem ogdlnych umiejetnosci pomiarowych oraz
znajomoscig zasad BHP. Wymagane zagadnienia i umiejetnosci ogdlne podano w punkcie 1.

W ramach testu kompetencji Studentka/Student w ciggu 60 minut bedzie musiata/musiat zrealizowac
samodzielnie jedno zagadnienie praktyczne. Zagadnienia obowigzujgce na tescie kompetencyjnym w roku
akademickim 2024/2025 przedstawiono w punkcie 2. oraz 3.

Niezaliczenie testu kompetencji oraz jego poprawy skutkuje niezaliczeniem przedmiotu
Elektronika przyrzadow potprzewodnikowych (zgodnie z karta przedmiotu).

1. Zagadnienia i umiejetnosci ogdlne
1.1. Obstuga urzadzen pomiarowych
1.1.1. Multimetr cyfrowy
1.1.1.1. Ustawianie funkcji pomiarowej multimetru
1.1.1.2. Wykonywanie pomiaréw w okreslonym trybie pracy multimetru (woltomierz DCi AC,
amperomierz DC i AC, omomierz, tester diod)
1.1.2. Oscyloskop
1.1.2.1. Obstuga ustawien kanatéw
1.1.2.2. Obstuga ustawien bloku podstawy czasu
1.1.2.3. Obstuga ustawien bloku wyzwalania
1.1.2.4. Obstuga ustawien akwizycji danych i probkowania
1.1.2.5. Wykonywanie pomiaréw za pomocg kursoréw oraz funkcji pomiarowych
1.1.3. Zasilacz stabilizowany
1.1.3.1. Ustawianie wartosci ograniczenia pragdowego
1.1.3.2. Obstuga zasilacza (wybor wyjscia, zadawanie wartosci napiecia)
1.1.3.3. Ustawianie trybu zasilania symetrycznego
1.1.4. Generator
1.1.4.1. Programowanie sygnatu wyjsciowego (rodzaj przebiegu, amplituda, poziom wysoki
i niski, sktadowa stata, czestotliwos¢, wspotczynnik wypetnienia)
1.1.4.2. Ustawianie impedancji obcigzenia generatora
1.2. Zasady poprawnego tgczenia uktadéw pomiarowych
1.3. Zasady poprawnej prezentacji wynikdw pomiarowych oraz prawidtowos¢ i czytelnosc obliczen
1.4. Rysowanie/przygotowywanie wykreséw w skali lin-lin, log-lin oraz log-log
1.5. Wykonywanie pomiaréw metodg techniczng oraz z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu
pomiarowego
1.6. Zasady polaryzacji mierzonych elementéw oraz sposoby testowania

Podczas zajec nalezy przestrzegac przepisow BHP
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2. Zagadnienia praktyczne obejmujgce zakres przedmiotu PEDS:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Zmierzy¢ charakterystyke I-U warystora. Wyznaczy¢é wartos¢ parametru a oraz K badanego
warystora na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke I-U diody pétprzewodnikowej metoda techniczng. Wyznaczy¢ rezystancje
szeregowaq ztgcza p-n na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke |-U diody poétprzewodnikowej metody. Wyznaczyé zastepczy prad
nasycenia ztgcza p-n na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke I-U diody poétprzewodnikowej metodg techniczng. Wyznaczyé
wspotczynnik doskonatosci ztgcza na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U. Zapisa¢ wnioski.
Zmierzy¢ charakterystyke I-U diody pétprzewodnikowej metoda techniczng. Wyznaczy¢ rezystancje
dynamiczng w okreslonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U. Zapisaé
whioski.

Przeprowadzi¢ pomiary zadanego uktadu prostowniczego, pordwnaé zmierzone wartosci
z teoretycznymi, zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke |-U diody stabilizacyjnej. Wyznaczy¢ rezystancje dynamiczng oraz napiecie
stabilizacji na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U. Zapisa¢ wnioski.

Wyznaczyé rezystancje dynamiczng oraz napiecie stabilizacji na podstawie otrzymanej
charakterystyki I-U diody stabilizacyjnej. Zaprojektowaé, a nastepnie zmontowac uktad stabilizatora
i wyznaczy¢ wzgledny wspoétczynnik stabilizacji napiecia zmontowanego uktadu. Zapisa¢ wnioski.
Zmierzy¢ charakterystyke R = f(T) termistora. Wyznaczy¢ parametr B oraz a badanego termistora.
Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke Ur = f(T) ztgcza p-n. Wyznaczy¢ parametr TWU oraz Ec. Zapisa¢ wnioski.
Zmierzy¢ charakterystyke Ir = f(1/T) ztgcza p-n. Wyznaczy¢ parametr TWIg oraz Ec. Zapisa¢ wnioski.
Zmierzy¢ charakterystyke |-U fotoogniwa badz baterii fotowoltaicznej. Wyznaczy¢ prad zwarciowy
oraz napiecie obwodu rozwartego na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U. Zapisa¢ wnioski.
Zmierzy¢ charakterystyke |-U fotoogniwa badz baterii fotowoltaicznej. Wyznaczyé punkt mocy
maksymalnej oraz optymalng rezystancje obcigzenia na podstawie zmierzonej charakterystyki I-U.
Zapisac wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke wejsciowg tranzystora bipolarnego w ukfadzie WE dla okreslonych
wartosci Uce = const. Wyznaczy¢ parametr hize W okreslonym punkcie pracy na podstawie
zmierzonej charakterystyki wejsciowej. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke przejsciowg tranzystora bipolarnego w uktadzie WE dla okreslonych
wartosci Uce = const. Wyznaczy¢ parametr 8 w okreslonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej
charakterystyki przejsciowe]. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke przejsciowg tranzystora bipolarnego w uktadzie WE dla okreslonych
wartosci Uce = const. Wyznaczy¢ parametr hzie w okreslonym punkcie pracy na podstawie
zmierzonej charakterystyki przejsciowej. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke wyjsciowg tranzystora bipolarnego w ukfadzie WE dla okreslonych
wartosci I = const. Wyznaczy¢ parametr hzze w okreslonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej
charakterystyki wyjsciowej. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke przejsciowg tranzystora JFET dla okreslonych wartosci Ups = const.
Wyznaczyé parametr gm w okreslonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej charakterystyki
przejsciowej. Zapisa¢ wnioski.




Elektronika przyrzadoéw potprzewodnikowych Test kompetencji

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Zmierzy¢ charakterystyke przejsciowq tranzystora JFET dla okreslonych wartosci Ups = const.
Wyznaczy¢ parametry U, oraz Ipss na podstawie zmierzonej charakterystyki przejsciowej. Zapisac
whioski.

Zmierzy¢ charakterystyke wyjsciowg tranzystora JFET dla okreslonych wartosci Uss = const.
Wyznaczy¢ parametr gas W okre$lonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej charakterystyki
wyjsciowej. Zapisaé wnioski

Zmierzy¢ charakterystyke wyjsciowaq tranzystora JFET dla okreslonych wartosci Uss = const. zgodnie
Wyznaczyé parametr Rps.on W okre$lonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej charakterystyki
wyjsciowej. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke przejsciowg tranzystora E-MOSFET dla okreslonych wartosci Ups = const.
Wyznaczy¢ parametry Ur oraz gm w okreslonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej
charakterystyki przejsciowej. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke wyjsciowa tranzystora E-MOSFET dla okreslonych wartosci Uss = const.
Wyznaczy¢ parametr gas W okreslonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej charakterystyki
wyjsciowej. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke wyjsciowg tranzystora E-MOSFET dla okreslonych wartosci Uss = const.
Wyznaczyé parametr Rps-ovn W okreslonym punkcie pracy na podstawie zmierzonej charakterystyki
wyjsciowej. Zapisaé wnioski.

. Zagadnienia praktyczne obejmujace zakres przedmiotu EPP:

Zmierzy¢ charakterystyke Ie = f(Ugs1) tranzystora jednoztgczowego za pomocg charakterografu.
Wyznaczyé Up, Uv oraz n tranzystora jednoztgczowego. Zapisa¢ wnioski.

Zmontowac ukfadu generatora relaksacyjnego z tranzystorem jednoztgczowym. Zmierzyé¢ wiasciwy
przebieg czasowy i wyznaczy¢ parametry Up, Uv oraz n na podstawie wykonanych pomiardw.
Zapisa¢ wnioski.

Dla zadanego punktu pracy tranzystora bipolarnego zmierzy¢ czestotliwo$é graniczng fr, a nastepnie
zmierzy¢ linie statej czestotliwosci granicznej fr. Zapisaé wnioski.

Zmierzy¢ przebiegi czasowe napiecia podczas pracy dynamicznej dla okreslonej bramki logicznej.
Wyznaczy¢ czas propagacji. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke przejsciowg okre$lonej bramki logicznej. Wyznaczy¢ napiecia
odpowiadajgce okreslonym stanom logicznym oraz napiecie przetgczania na podstawie zmierzonej
charakterystyki przejsciowe]. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke C; = f(U) zaporowo spolaryzowanej diody pétprzewodnikowej. Wyznaczy¢
parametry k, Co oraz m na podstawie zmierzonej charakterystyki Cj= f(U). Zapisa¢ wnioski.
Zmierzy¢ charakterystyke P, = f(D) w uktadzie sterowania mocg metodg PWM. Wyznaczyé
parametry uzytkowe ukfadu. Zapisa¢ wnioski.

Zmierzy¢ charakterystyke P, = f(6) w uktadzie sterowania mocg z tyrystorem triodowym. Wyznaczyé
parametry uzytkowe ukfadu. Zapisa¢ wnioski.

Zbadac charakterystyke t,: = f(/6) tyrystora triodowego. Wyznaczy¢ maksymalng czestotliwos¢ pracy
badanego tyrystora. Zapisa¢ wnioski.

Zbadac¢ sprawnosé przetwornicy DC/DC w funkcji pradu obcigzenia dla réznych wartosci napiecia
zasilania. Zapisaé wnioski.

Zbada¢ sprawnos¢ uktadu scalonego stabilizatora napiecia w funkcji pragdu obcigzenia dla réznych
wartosci napiecia zasilania. Wyznaczy¢ parametr stabilizacji obcigzeniowe]. Zapisa¢ wnioski.
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

Zaprojektowac i zweryfikowaé¢ dziatanie uktadéw elektronicznych zbudowanych na bazie ukfadu
LM317: stabilizatora napiecia o okreslonym napieciu wyjSciowym oraz Zrdédta pradowego
o okres$lonej wydajnosci prgdowej. Zapisaé wnioski.

Zaprojektowac zadany ukfad polaryzacji statopragdowej tranzystora bipolarnego. Zbadac stabilnosé
temperaturowgq punktu pracy tranzystora dla zaprojektowanego uktadu polaryzacji statopragdowe;j.
Wyznaczyé parametry TWUce oraz TWlc. Zapisac¢ wnioski.

Zbada¢ zadany czas przetgczania tranzystora bipolarnego podczas pracy impulsowej w funkcji
wspotczynnika przesterowania. Zapisa¢ wnioski.

Zbadaé zmiane parametru hize tranzystora bipolarnego w funkcji natezenia pradu Ic. Zapisac
whioski.

Zbada¢ zmiane parametru hzze tranzystora bipolarnego w funkcji natezenia pradu Ic. Zapisac
whioski.

Zbadaé zmiane parametréw Up oraz Ipss tranzystora polowego JFET w funkcji temperatury. Zapisaé
whioski.

Zbadaé¢ wptyw temperatury na rezystancje kanatu otwartego tranzystora polowego JFET oraz
E-MOSFET. Zapisa¢ wnioski.




